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はじめに 

近年、Y3Fe5O12(YIG)薄膜は、スピンを利用したデバイスへの応用が期待されている。そのため、

高品質かつ磁気異方性が制御された薄膜が望まれている。これまでに我々は、有機金属分解法に

より高品質な Y3Fe5GaO12	(YIGG)薄膜が作製できることを報告している 1)。今回は、膜厚が数十ナ

ノメートルで、かつ垂直磁気異方性を示す YIGG 薄膜を Gd3Ga5O12	(GGG)	(111)単結晶基板上に作製

し、評価した結果について報告する。	

実験方法 

GGG(111)単結晶基板上に MOD コート(YFeGa03	(3/4/1)高純度化学研究所)を 17	μℓ滴下し、ス

ピンコート(3000	rpm,	30	sec)により塗布した。その後、乾燥	(室温，40	h)させ、ホットプレー

ト上で仮焼成(350℃,	30	min)を行った。最後に電気炉で 2段階の本焼成	(①700℃,	3	h	15	min,	

②800℃,	3	h	15	min)を行った。作製したサンプルについて、Faraday 回転角、XRD、AFM を測定

した。	

結果および考察	

	 Fig.1 に､作製した薄膜の XRD測定結果を示す。

明瞭なフリンジを有する X 線回折曲線が得られ

たため、平坦性の良好な膜が得られていることが

わかる。また、フリンジの周期から、膜厚は 35.6	

nm と求められた。Fig.2 に、波長 434	nm で測定

した Faraday ヒステリシスを示す。角形のヒステ

リシスを示しており、垂直磁気異方性を示す

ことがわかった。詳細については当日報告す

る。	
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Fig.1 XRD of YIGG thin film 

Wavelength (nm) 

In
te

ns
ity

 (a
.u

.) 

Y
IG

G
 4

44
, 

G
G

G
 4

44
 

-0.06

-0.04

-0.02

0

0.02

0.04

0.06

-2 -1 0 1 2

Fig.2 Faraday hysteresis of YIGG thin film 
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